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Die „Eckfeld-Laus“ Megamenopon rasnitsyni wurde nach Prof. Dr. Alexan-

der Rasnitsyn vom Paläontologischen Institut der Akademie der Wissen-

schaften Moskau benannt, um seine jahrzehnte lange Arbeit über fossile

Insekten zu würdigen. 

WAPPLER, T. (2003): Systematik, Phylogenie, Taphonomie und Paläoökolo-

gie der Insekten aus dem Mittel-Eozän des Eckfelder Maares, Vul-

kaneifel. – Clausthaler Geowissenschaften, 2: VIII u. 241 S.; Claus-

thal-Zellerfeld. 

WAPPLER, T., & ENGEL, M. S. (2003): The Middle Eocene bee faunas of Eck-

feld and Messel, Germany (Hymenoptera: Apodoidea). – Journal of

Paleontology, 77 (5): 908-921; Lawrence/Kansas. 

WAPPLER, T., SMITH, V.S. & DALGLEISH, R.C. (2004): Scratching an ancient

itch: an Eocene bird louse fossil. – Proceedings of the Royal Soci-

ety of London, B (supplement): 4 S. u. Titelbild; London. 

Der Charakterisierung der atomaren Struktur der Silizium-Siliziumdi-
oxid-Grenzfläche als wesentlicher Bestandteil in hochintegrierten Tran-
sistoren kommt im Zuge der weiteren Miniaturisierung von Silizium-
chips erhöhte Bedeutung zu. Den Phy-
sikern Dr. Stefan Bergfeld, Björn
Braunschweig und Prof. Dr. Winfried
Daum, Institut für Physik und Physi-
kalische Technologien der TU Claus-
thal, ist es gelungen, die Änderung der
Bindungsstruktur von Grenzflächena-
tomen während der Oxidation einer Si-
Oberfläche mit einer rein optischen
Methode zu charakterisieren. Die For-
schungsergebnisse werden in der Zeit-
schrift Physical Review Letters, Volu-
me 93, No. 9 veröffentlicht (Online am
27. August 2004).

In der Arbeit wurde die Oxidation an

Luft einer mit Wasserstoffatomen

bedeckten, (111)-orientierten Silizium-

oberfläche verfolgt und spezielle Bin-

dungszustände der Si-Atome identifi-

ziert, die die Wissenschaftler auch nach

der technisch relevanten thermischen

Oxidation beobachtet haben. Zur Unter-

suchung der Grenzflächen verwenden

die Physiker eine spezielle nichtlinear-

optische Methode, bei der Laserlicht von

Grenzflächenatomen durch Frequenz-

verdopplung in Photonen mit Energien

im nahen Ultraviolettbereich umgewandelt wird. Als rein optische Spektro-

skopie erlaubt die Frequenzverdopplung, den Oxidationsprozess unter rea-

len Bedingungen zerstörungsfrei zu charakterisieren und bietet zudem

gegenüber anderen optischen Methoden

eine sehr hohe Grenzflächenempfind-

lichkeit.

Die Silizium(111)-SiO2-Grenzfläche ist

ein Paradebeispiel für einen abrupten

Übergang von einer geordneten Kristall-

struktur zu einem amorphen Oxid. Im

Unterschied zur technologisch relevante-

ren Si(100)-Oberfläche besitzt ein Si-

Kristall mit einer (111)-Oberfläche eine

Stapelstruktur aus Bilagen, bei denen

sich Änderungen der Bindungsstruktur

durch Oxidation besonders gut verfolgen

lassen.
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Chemische Bindungszustände an 
Silizium-Siliziumdioxid-Grenzflächen 
mit Licht charakterisierbar

Professor Dr. Winfried Daum mit Mitarbeiter Björn Braun-

schweig an einem Lasersystem zur nichtlinear-optischen

Untersuchung von Grenzflächen.




